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(57) Раскрыты подложка матрицы FFS и жидкокристаллическое устройство отображения, содержащее
ее. Подложка матрицы FFS содержит подложку, первый металлический слой, первый изолирующий
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общего электрода, имеющую низкое удельное сопротивление, и прозрачный общий электрод.
Подложка матрицы FFS гарантирует стабильность электрического потенциала на общем электроде
и улучшает эффект отображения жидкокристаллического устройства отображения.
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Предпосылки изобретения 

Область техники, к которой относится изобретение 

Настоящее изобретение относится к области технологии жидкокристаллических дисплеев, и в част-

ности к подложке матрицы FFS и жидкокристаллическому устройству отображения, содержащему ее. 

Описание известного уровня техники 

В настоящее время жидкокристаллические устройства отображения являются наиболее широко ис-

пользуемыми устройствами отображения с плоским экраном и могут быть предоставлены в виде цвет-

ных экранов с высокой разрешающей способностью для всех типов электронных устройств, таких как 

мобильные телефоны, персональный цифровой помощник (PDA), цифровые камеры и компьютеры. Сре-

ди данных жидкокристаллических устройств отображения жидкокристаллическое устройство отображения 

на основе переключения краевых полей (далее в настоящем документе "FFS") является распространенным 

вследствие своих характеристик, таких как широкий угол обзора и высокий формат изображения. 

Широко используемое жидкокристаллическое устройство отображения на основе FFS в настоящее 

время обычно содержит верхнюю подложку, нижнюю подложку и жидкокристаллический слой, распо-

ложенный между верхней и нижней подложками, при этом нижняя подложка в целом снабжена множе-

ством плоских электродов пикселя и общим электродом со структурами в виде прорезей для достижения 

улучшенной функции отображения. 

При этом во избежание проблемы, связанной с тем, что углы обзора жидкокристаллического уст-

ройства отображения являются слишком узкими, каждый пиксель имеет множество зон со структурой в 

виде прорези, при этом структуры в виде прорезей в различных зонах проходят в различных направлени-

ях с образованием множества областей отображения. Молекулы жидких кристаллов под различными 

областями отображения будут предварительно наклонены в различных направлениях так, что угол света, 

отражаемого жидкокристаллическим слоем, расширяется, посредством чего достигается эффект отобра-

жения с широким углом обзора для жидкокристаллического устройства отображения. 

Более того, для увеличения формата изображения жидкокристаллического устройства отображения 

общий электрод, предусмотренный на нижней подложке, обычно представляет собой прозрачный элек-

трод; тем не менее, прозрачный электрод имеет большее сопротивление, которое приводит к нестабиль-

ному электрическому потенциалу для общего электрода, когда через общий электрод проходит большое 

количество электрического тока. 

Следовательно, необходимо предоставить подложку матрицы FFS и жидкокристаллическое устрой-

ство отображения, содержащее ее, для решения проблем, существующих в традиционной технологии. 

Сущность изобретения 

Целью настоящего изобретения является предоставление подложки матрицы FFS и жидкокристал-

лического устройства отображения, содержащего ее, которое содержит общий электрод со стабильным 

электрическим потенциалом, для решения задачи, связанной с нестабильным электрическим потенциа-

лом, возникающим в общем электроде жидкокристаллического устройства отображения из известного 

уровня техники. 

Для решения вышеизложенной технической задачи настоящее изобретение предоставляет подлож-

ку матрицы FFS. Подложка матрицы FFS содержит 

подложку; 

первый металлический слой, нанесенный на подложку с образованием линии сканирования и элек-

трода затвора тонкопленочного транзистора; 

первый изолирующий слой, нанесенный на первый металлический слой, для изоляции первого ме-

таллического слоя и второго металлического слоя друг от друга, при этом второй металлический слой 

нанесен на первый изолирующий слой с образованием линии данных, электрода истока тонкопленочного 

транзистора и электрода стока тонкопленочного транзистора; 

второй изолирующий слой, нанесенный на второй металлический слой, для изоляции второго ме-

таллического слоя и слоя прозрачного электрода друг от друга, при этом слой прозрачного электрода 

нанесен на второй изолирующий слой с образованием прозрачного электрода пикселя; и прозрачный 

электрод пикселя соединен с электродом стока тонкопленочного транзистора через первое сквозное от-

верстие второго изолирующего слоя; и 

третий изолирующий слой, нанесенный на слой прозрачного электрода, для изоляции слоя про-

зрачного электрода и слоя общего электрода друг от друга, при этом слой общего электрода содержит 

линию общего электрода, образованную на третьем изолирующем слое, и прозрачный общий электрод, 

образованный на линии общего электрода и третьем изолирующем слое; при этом удельное сопротивле-

ние линии общего электрода меньше, чем удельное сопротивление прозрачного общего электрода. 

В одном варианте осуществления подложки матрицы FFS по настоящему изобретению прозрачный 

общий электрод имеет множество структур в виде прорезей, образованных на нем. 

В одном варианте осуществления подложки матрицы FFS по настоящему изобретению подложка 

матрицы FFS имеет множество областей отображения. 

В одном варианте осуществления подложки матрицы FFS по настоящему изобретению структуры в 

виде прорезей на прозрачном общем электроде в пределах различных областей отображения проходят в 
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различных направлениях. 

В одном варианте осуществления подложки матрицы FFS по настоящему изобретению линия обще-

го электрода нанесена в месте, которое соответствует соединению смежных областей отображения. 

В одном варианте осуществления подложки матрицы FFS по настоящему изобретению второй ме-

таллический слой дополнительно снабжен общей линией для предоставления общего сигнала, при этом 

линия общего электрода соединена с общей линией на втором металлическом слое посредством прохож-

дения через третий изолирующий слой, слой прозрачного электрода и второе сквозное отверстие второго 

изолирующего слоя. 

Настоящее изобретение дополнительно предоставляет другую подложку матрицы FFS, содержащую 

подложку; 

первый металлический слой, нанесенный на подложку с образованием линии сканирования и элек-

трода затвора тонкопленочного транзистора; 

первый изолирующий слой, нанесенный на первый металлический слой, для изоляции первого ме-

таллического слоя и второго металлического слоя друг от друга и для изоляции первого металлического 

слоя и слоя прозрачного электрода друг от друга; 

второй металлический слой, нанесенный на первый изолирующий слой с образованием линии дан-

ных, электрода истока тонкопленочного транзистора и электрода стока тонкопленочного транзистора; 

при этом слой прозрачного электрода нанесен на первый изолирующий слой с образованием прозрачного 

электрода пикселя, при этом прозрачный электрод пикселя соединен с электродом стока тонкопленочно-

го транзистора; 

второй изолирующий слой, нанесенный на второй металлический слой и слой прозрачного электро-

да, для изоляции второго металлического слоя и слоя общего электрода друг от друга и для изоляции 

слоя прозрачного электрода и слоя общего электрода друг от друга; при этом 

слой общего электрода содержит линию общего электрода, образованную на втором изолирующем 

слое, и прозрачный общий электрод, образованный на линии общего электрода и втором изолирующем 

слое; при этом удельное сопротивление линии общего электрода меньше, чем удельное сопротивление 

прозрачного общего электрода. 

В одном варианте осуществления подложки матрицы FFS по настоящему изобретению прозрачный 

общий электрод имеет множество структур в виде прорезей, образованных на нем. 

В одном варианте осуществления подложки матрицы FFS по настоящему изобретению подложка 

матрицы FFS имеет множество областей отображения. 

В одном варианте осуществления подложки матрицы FFS по настоящему изобретению структуры в 

виде прорезей на прозрачном общем электроде в пределах различных областей отображения проходят в 

различных направлениях. 

В одном варианте осуществления подложки матрицы FFS по настоящему изобретению линия обще-

го электрода нанесена в месте, которое соответствует соединению смежных областей отображения. 

В одном варианте осуществления подложки матрицы FFS по настоящему изобретению первый ме-

таллический слой дополнительно снабжен общей линией для предоставления общего сигнала, при этом 

линия общего электрода соединена с общей линией на первом металлическом слое посредством прохож-

дения через второй изолирующий слой, слой прозрачного электрода и сквозное отверстие первого изо-

лирующего слоя. 

Настоящее изобретение дополнительно предоставляет жидкокристаллическое устройство отобра-

жения, содержащее подложку матрицы FFS, которое содержит верхнюю подложку, подложку матрицы 

FFS и жидкокристаллический слой, расположенный между верхней подложкой и подложкой матрицы 

FFS; 

при этом подложка матрицы FFS содержит 

подложку; 

первый металлический слой, нанесенный на подложку с образованием линии сканирования и 

управляющего электрода тонкопленочного транзистора; 

первый изолирующий слой, нанесенный на первый металлический слой, для изоляции первого ме-

таллического слоя и второго металлического слоя друг от друга, при этом второй металлический слой 

нанесен на первый изолирующий слой с образованием линии данных, электрода истока тонкопленочного 

транзистора и электрода стока тонкопленочного транзистора; 

второй изолирующий слой, нанесенный на второй металлический слой, для изоляции второго ме-

таллического слоя и слоя прозрачного электрода друг от друга, при этом слой прозрачного электрода 

нанесен на второй изолирующий слой с образованием прозрачного электрода пикселя, при этом про-

зрачный электрод пикселя соединен с электродом стока тонкопленочного транзистора через первое 

сквозное отверстие второго изолирующего слоя; и 

третий изолирующий слой, нанесенный на слой прозрачного электрода, для изоляции слоя про-

зрачного электрода и слоя общего электрода; 

при этом слой общего электрода содержит линию общего электрода, образованную на третьем изо-

лирующем слое, и прозрачный общий электрод, образованный на линии общего электрода и третьем 



035295 

- 3 - 

изолирующем слое; 

при этом удельное сопротивление линии общего электрода меньше, чем удельное сопротивление 

прозрачного общего электрода. 

В одном варианте осуществления жидкокристаллического устройства отображения по настоя-

щему изобретению прозрачный общий электрод имеет множество структур в виде прорезей, образо-

ванных на нем. 

В одном варианте осуществления жидкокристаллического устройства отображения по настоящему 

изобретению подложка матрицы FFS имеет множество областей отображения. 

В одном варианте осуществления жидкокристаллического устройства отображения по настоящему 

изобретению структуры в виде прорезей на прозрачном общем электроде в пределах различных областей 

отображения проходят в различных направлениях. 

В одном варианте осуществления жидкокристаллического устройства отображения по настоящему 

изобретению линия общего электрода нанесена в месте, которое соответствует соединению смежных 

областей отображения. 

В одном варианте осуществления жидкокристаллического устройства отображения по настоящему 

изобретению линия общего электрода соединена с общей линией на втором металлическом слое посред-

ством прохождения через третий изолирующий слой, слой прозрачного электрода и второе сквозное от-

верстие второго изолирующего слоя. 

По сравнению с традиционными подложкой матрицы FFS и жидкокристаллическим устройством 

отображения, подложка матрицы FFS по настоящему изобретению, снабженная слоем общего электрода, 

имеющим линии общего электрода и прозрачные общие электроды, гарантирует стабильность электри-

ческого потенциала на общем электроде и улучшает эффект отображения соответствующего жидкокри-

сталлического устройства отображения, таким образом, решая задачу, связанную с нестабильным элек-

трическим потенциалом, возникающим в общем электроде жидкокристаллического устройства отобра-

жения из известного уровня техники. 

Чтобы сделать содержание настоящего изобретения более понятным, предпочтительные варианты 

осуществления настоящего изобретения подробно описаны в сочетании с сопроводительными графиче-

скими материалами следующим образом. 

Краткое описание графических материалов 

На фиг. 1А показано схематическое изображение вида сверху подложки матрицы FFS в соответст-

вии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 1В показан вид в поперечном разрезе, выполненном вдоль линии А-А', показанной на 

фиг. 1А. 

На фиг. 2А показано схематическое изображение вида сверху подложки матрицы FFS в соответст-

вии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 2В показан вид в поперечном разрезе, выполненном вдоль линии В-В', показанной на 

фиг. 2А. 

На фиг. 3A показано схематическое изображение вида сверху подложки матрицы FFS в соответст-

вии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 3B показан вид в поперечном разрезе, выполненном вдоль линии С-С, показанной на 

фиг. 3A. 

На фиг. 4А показано схематическое изображение вида сверху подложки матрицы FFS в соответст-

вии с четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 4В показан вид в поперечном разрезе, выполненном вдоль линии D-D', показанной на 

фиг. 4А. 

На фиг. 5 показано схематическое изображение вида сверху подложки матрицы FFS в соответствии 

с пятым вариантом осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 6 показано схематическое изображение вида сверху подложки матрицы FFS в соответствии 

с шестым вариантом осуществления настоящего изобретения. 

Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления 

Вышеизложенные цели, признаки и преимущества, используемые настоящим изобретением, можно 

лучше всего понять, обратившись к следующему подробному описанию предпочтительных вариантов 

осуществления и сопроводительным графическим материалам. Кроме того, термины, обозначающие на-

правление, описанные в настоящем изобретении, такие как верхний, нижний, передний, задний, левый, 

правый, внутренний, внешний, боковой и т. д., означают направления только при ссылке на сопроводи-

тельные графические материалы, так что применяемые термины, обозначающие направление, применя-

ются для описания и понимания настоящего изобретения, но настоящее изобретение не ограничено ими. 

В контексте настоящего документа предполагается, что формы единственного числа также вклю-

чают в себя обозначение форм множественного числа, если в контексте явным образом не указано иначе. 

Ссылаясь на фиг. 1А и В, на фиг. 1А видим схематическое изображение вида сверху подложки мат-

рицы FFS в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения; и на фиг. 1В по-

казан вид в поперечном разрезе, выполненном вдоль линии А-А', показанной на фиг. 1А. Подложка 10 
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матрицы FFS по настоящему изобретению содержит подложку 11, первый металлический слой, первый 

изолирующий слой 13, второй металлический слой, второй изолирующий слой 15, слой прозрачного 

электрода, третий изолирующий слой 17 и слой общего электрода. 

Первый металлический слой нанесен на подложку 11 с образованием линии 121 сканирования и 

управляющего электрода 122 тонкопленочного транзистора. Первый изолирующий слой 13 нанесен на 

первый металлический слой для изоляции первого металлического слоя и второго металлического слоя. 

Второй металлический слой нанесен на первый изолирующий слой 13 с образованием линии 141 данных, 

электрода 142 истока тонкопленочного транзистора и электрода 143 стока тонкопленочного транзистора. 

Второй изолирующий слой 15 нанесен на второй металлический слой для изоляции второго металличе-

ского слоя и слоя прозрачного электрода. Слой прозрачного электрода нанесен на второй изолирующий 

слой 15 с образованием прозрачного электрода 161 пикселя. Прозрачный электрод 161 пикселя соединен 

с электродом 143 стока тонкопленочного транзистора через первое сквозное отверстие 151 второго изо-

лирующего слоя 15. Третий изолирующий слой 17 нанесен на слой прозрачного электрода для изоляции 

слоя прозрачного электрода и слоя общего электрода. Слой общего электрода содержит линию 181 об-

щего электрода, нанесенную на третий изолирующий слой 17, и прозрачный общий электрод 182, обра-

зованный на линии 181 общего электрода и третьем изолирующем слое 17, при этом удельное сопротив-

ление линии 181 общего электрода относительно меньше, чем удельное сопротивление прозрачного об-

щего электрода 182. Кроме того, подложка 10 матрицы FFS дополнительно содержит слой полупровод-

ника, который используется для образования канала 191 тонкопленочного транзистора. 

Подложка 10 матрицы FFS в варианте осуществления имеет множество областей отображения. 

Прозрачный общий электрод 182 подложки 10 матрицы FFS имеет множество структур 183 в виде про-

резей, образованных на нем. Структуры 183 в виде прорезей на прозрачном общем электроде 182 в пре-

делах различных областей отображения подложки 10 матрицы FFS проходят в различных направлениях. 

Линия 181 общего электрода нанесена в месте, которое соответствует соединению смежных областей 

отображения. 

Когда подложка 10 матрицы FFS в данном варианте осуществления находится в рабочем состоянии, 

прозрачный электрод 161 пикселя на слое прозрачного электрода принимает сигнал данных от линии 141 

данных через первое сквозное отверстие 151, электрод 143 стока тонкопленочного транзистора и элек-

трод 142 истока тонкопленочного транзистора. Прозрачный общий электрод 182 на слое общего элек-

трода принимает общий сигнал через линию 181 общего электрода. Молекулы жидких кристаллов в 

жидкокристаллическом слое жидкокристаллического устройства отображения наклоняются под воздей-

ствием сигнала данных и общего сигнала так, что жидкокристаллическое устройство отображения ото-

бражает соответствующее изображение. 

Поскольку линия 181 общего электрода представляет собой металлическую линию с более низким 

удельным сопротивлением, сопротивление общего электрода в целом может быть дополнительно сниже-

но, так что электрический потенциал на общем электроде может быть более стабильным и более равно-

мерным. 

При этом, поскольку соединение смежных областей отображения представляет собой зону плохого 

отображения, в которой эффект отображения является относительно слабым, образование линии 181 об-

щего электрода, которая является непрозрачной в месте, соответствующем соединению смежных облас-

тей отображения, может предотвратить чрезмерное воздействие линии 181 общего электрода на формат 

изображения жидкокристаллического устройства отображения. Следовательно, сопротивление общего 

электрода может быть снижено лишь с небольшим воздействием на формат изображения жидкокристал-

лического устройства отображения. 

Кроме того, поскольку линия 181 общего электрода проходит через каждый пиксель жидкокристал-

лического устройства отображения, если поверхность жидкокристаллического устройства отображения 

снабжена сенсорными компонентами, линия общего электрода может быть использована для передачи 

сенсорных сигналов. 

Таким образом, подложка матрицы FFS в данном варианте осуществления может гарантировать 

стабильность электрического потенциала на общем электроде посредством образования слоя общего 

электрода, имеющего линию общего электрода и прозрачный общий электрод, так что эффект отображе-

ния жидкокристаллического устройства отображения улучшается. 

Ссылаясь далее на фиг. 2А и В, на фиг. 2А видим схематическое изображение вида сверху подложки 

матрицы FFS в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения; и на фиг. 2В 

показан вид в поперечном разрезе, выполненном вдоль линии В-В', показанной на фиг. 2А. Подложка 20 

матрицы FFS во втором варианте осуществления содержит подложку 21, первый металлический слой, 

первый изолирующий слой 23, второй металлический слой, второй изолирующий слой 25, слой прозрач-

ного электрода, третий изолирующий слой 27 и слой общего электрода. 

Первый металлический слой нанесен на подложку 21 с образованием линии 221 сканирования и 

управляющего электрода 222 тонкопленочного транзистора. Первый изолирующий слой 23 нанесен на 

первый металлический слой для изоляции первого металлического слоя и второго металлического слоя 

друг от друга. Второй металлический слой нанесен на первый изолирующий слой 23 с образованием ли-
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нии 241 данных, электрода 242 истока тонкопленочного транзистора и электрода 243 стока тонкопленоч-

ного транзистора. Второй изолирующий слой 25 нанесен на второй металлический слой для изоляции 

второго металлического слоя и слоя прозрачного электрода друг от друга. Слой прозрачного электрода 

нанесен на второй изолирующий слой 25 с образованием прозрачного электрода 261 пикселя, при этом 

прозрачный электрод 261 пикселя соединен с электродом 243 стока тонкопленочного транзистора через 

первое сквозное отверстие 251 второго изолирующего слоя 25. Третий изолирующий слой 27 нанесен на 

слой прозрачного электрода для изоляции слоя прозрачного электрода и слоя общего электрода друг от 

друга. Слой общего электрода содержит линию 281 общего электрода, образованную на третьем изоли-

рующем слое 27, и прозрачный общий электрод 282, образованный на линии 281 общего электрода и 

третьем изолирующем слое 27, при этом удельное сопротивление линии 281 общего электрода относи-

тельно меньше, чем удельное сопротивление прозрачного общего электрода 282. Кроме того, подложка 

20 матрицы FFS дополнительно содержит слой полупроводника, который используется для образования 

канала 291 тонкопленочного транзистора. 

Подложка 20 матрицы FFS в варианте осуществления имеет множество областей отображения. 

Прозрачный общий электрод 282 подложки 20 матрицы FFS имеет множество структур 283 в виде про-

резей, образованных на нем. Структуры 283 в виде прорезей на прозрачном общем электроде 282 в пре-

делах различных областей отображения подложки 20 матрицы FFS проходят в различных направлениях. 

Линия 281 общего электрода нанесена в месте, которое соответствует соединению смежных областей 

отображения. 

На основе первого варианта осуществления второй металлический слой подложки 20 матрицы FFS 

во втором варианте осуществления дополнительно снабжен общей линией 244 для предоставления обще-

го сигнала, при этом линия 281 общего электрода слоя общего электрода соединена с общей линией 244 

на втором металлическом слое посредством прохождения через третий изолирующий слой 27, слой про-

зрачного электрода и второе сквозное отверстие 252 второго изолирующего слоя 25. Тем не менее, общая 

линия 244 может быть также нанесена на первый металлический слой. 

Когда подложка 20 матрицы FFS во втором варианте осуществления находится в рабочем состоя-

нии, прозрачный электрод 261 пикселя на слое прозрачного электрода принимает сигнал данных от ли-

нии 241 данных через первое сквозное отверстие 251, электрод 243 стока тонкопленочного транзистора и 

электрод 242 истока тонкопленочного транзистора. Прозрачный общий электрод 282 на слое общего 

электрода принимает общий сигнал от общей линии 244 на втором металлическом слое через линию 281 

общего электрода на слое общего электрода и второе сквозное отверстие 252. Молекулы жидких кри-

сталлов в жидкокристаллическом слое жидкокристаллического устройства отображения наклоняются 

под воздействием сигнала данных и общего сигнала так, что жидкокристаллическое устройство отобра-

жения отображает соответствующее изображение. 

В подложке матрицы FFS второго варианта осуществления посредством использования общей ли-

нии второго металлического слоя для передачи общего сигнала линия общего электрода слоя общего 

электрода не должна проходить через всю конструкцию жидкокристаллического устройства отображе-

ния. Таким образом, образование линии общего электрода может оказывать еще меньшее воздействие на 

формат изображения жидкокристаллического устройства отображения. 

Ссылаясь далее на фиг. 3A и B, на фиг. 3A видим схематическое изображение вида сверху подложки 

матрицы FFS в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения; и на фиг. 3B 

показан вид в поперечном разрезе, выполненном вдоль линии С-С, показанной на фиг. 3A. Подложка 30 

матрицы FFS в третьем варианте осуществления содержит подложку 31, первый металлический слой, 

первый изолирующий слой 33, второй металлический слой, слой прозрачного электрода, второй изоли-

рующий слой 36 и слой общего электрода. 

Первый металлический слой нанесен на подложку 31 с образованием линии 321 сканирования и 

электрода 322 затвора тонкопленочного транзистора. Первый изолирующий слой 33 нанесен на первый 

металлический слой для изоляции первого металлического слоя и второго металлического слоя друг от 

друга и для изоляции первого металлического слоя и слоя прозрачного электрода друг от друга. Второй 

металлический слой нанесен на первый изолирующий слой 33 с образованием линии 341 данных, элек-

трода 342 истока тонкопленочного транзистора и электрода 343 стока тонкопленочного транзистора. 

Слой прозрачного электрода нанесен на первый изолирующий слой 33 с образованием прозрачного элек-

трода 351 пикселя, при этом прозрачный электрод 351 пикселя соединен с электродом 343 стока тонкоп-

леночного транзистора на втором металлическом слое. Второй изолирующий слой 36 нанесен на второй 

металлический слой и слой прозрачного электрода для изоляции слоя прозрачного электрода и слоя об-

щего электрода друг от друга и для изоляции второго металлического слоя и слоя общего электрода друг 

от друга. Слой общего электрода состоит из линии 371 общего электрода, образованной на втором изо-

лирующем слое 36, и прозрачного общего электрода 372, образованного на линии 371 общего электрода 

и втором изолирующем слое 36, при этом удельное сопротивление линии 371 общего электрода относи-

тельно меньше, чем удельное сопротивление прозрачного общего электрода 372. Кроме того, подложка 

30 матрицы FFS дополнительно содержит слой полупроводника, который используется для образования 

канала 381 тонкопленочного транзистора. 



035295 

- 6 - 

Подложка 30 матрицы FFS в варианте осуществления имеет множество областей отображения. 

Прозрачный общий электрод 372 подложки 30 матрицы FFS имеет множество структур 373 в виде про-

резей, образованных на нем. Структуры 373 в виде прорезей на прозрачном общем электроде 372 в пре-

делах различных областей отображения подложки 30 матрицы FFS проходят в различных направлениях. 

Линия 371 общего электрода нанесена в месте, которое соответствует соединению смежных областей 

отображения. 

Когда подложка 30 матрицы FFS третьего варианта осуществления находится в рабочем состоянии, 

прозрачный электрод 351 пикселя слоя прозрачного электрода принимает сигнал данных от линии 341 

данных через электрод 343 стока тонкопленочного транзистора и электрод 342 истока тонкопленочного 

транзистора. Прозрачный общий электрод 372 слоя общего электрода принимает общий сигнал от линии 

371 общего электрода. Молекулы жидких кристаллов в жидкокристаллическом слое жидкокристалличе-

ского устройства отображения наклоняются под воздействием сигнала данных и общего сигнала так, что 

жидкокристаллическое устройство отображения отображает соответствующее изображение. 

Поскольку линия 371 общего электрода представляет собой металлическую линию с более низким 

удельным сопротивлением, сопротивление общего электрода в целом может быть дополнительно сниже-

но, так что электрический потенциал на общем электроде может быть более стабильным и более равно-

мерным. 

При этом, поскольку соединение смежных областей отображения представляет собой зону плохого 

отображения, в которой эффект отображения является относительно слабым, образование линии 371 об-

щего электрода, которая является непрозрачной в месте, соответствующем соединению смежных облас-

тей отображения, может предотвратить чрезмерное воздействие линии 371 общего электрода на формат 

изображения жидкокристаллического устройства отображения. Следовательно, сопротивление общего 

электрода может быть снижено лишь с небольшим воздействием на формат изображения жидкокристал-

лического устройства отображения. 

Кроме того, поскольку линия 371 общего электрода проходит через каждый пиксель жидкокристал-

лического устройства отображения, если поверхность жидкокристаллического устройства отображения 

снабжена сенсорными компонентами, линия общего электрода может быть использована для передачи 

сенсорных сигналов. 

Таким образом, подложка матрицы FFS в данном варианте осуществления также может гарантиро-

вать стабильность электрического потенциала на общем электроде посредством образования слоя обще-

го электрода, имеющего линию общего электрода и прозрачный общий электрод, так что эффект ото-

бражения жидкокристаллического устройства отображения улучшается. 

Ссылаясь далее на фиг. 4А и В, на фиг. 4А видим схематическое изображение вида сверху подлож-

ки матрицы FFS в соответствии с четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения; и на 

фиг. 4В показан вид в поперечном разрезе, выполненном вдоль линии D-D', показанной на фиг. 4А. Под-

ложка 40 матрицы FFS четвертого варианта осуществления содержит подложку 41, первый металличе-

ский слой, первый изолирующий слой 43, второй металлический слой, слой прозрачного электрода, вто-

рой изолирующий слой 46 и слой общего электрода. 

Первый металлический слой нанесен на подложку 41 с образованием линии 421 сканирования и 

электрода 422 затвора тонкопленочного транзистора. Первый изолирующий слой 43 нанесен на первый 

металлический слой для изоляции первого металлического слоя и второго металлического слоя друг от 

друга и для изоляции первого металлического слоя и слоя прозрачного электрода друг от друга. Второй 

металлический слой нанесен на первый изолирующий слой 43 с образованием линии 441 данных, элек-

трода 442 истока тонкопленочного транзистора и электрода 443 стока тонкопленочного транзистора. 

Слой прозрачного электрода нанесен на первый изолирующий слой 43 с образованием прозрачного элек-

трода 451 пикселя, при этом прозрачный электрод 451 пикселя соединен с электродом 443 стока тонкоп-

леночного транзистора на втором металлическом слое. Второй изолирующий слой 46 нанесен на второй 

металлический слой и слой прозрачного электрода для изоляции слоя прозрачного электрода и слоя об-

щего электрода друг от друга и для изоляции второго металлического слоя и слоя общего электрода друг 

от друга. Слой общего электрода состоит из линии 471 общего электрода, образованной на втором изо-

лирующем слое 46, и прозрачного общего электрода 472, образованного на линии 471 общего электрода 

и втором изолирующем слое 46, при этом удельное сопротивление линии 471 общего электрода относи-

тельно меньше, чем удельное сопротивление прозрачного общего электрода 472. Кроме того, подложка 

40 матрицы FFS дополнительно содержит слой полупроводника, который используется для образования 

канала 481 тонкопленочного транзистора. 

Подложка 40 матрицы FFS в варианте осуществления имеет множество областей отображения. 

Прозрачный общий электрод 472 подложки 40 матрицы FFS имеет множество структур 473 в виде про-

резей, образованных на нем. Структуры 473 в виде прорезей на прозрачном общем электроде 472 в пре-

делах различных областей отображения подложки 40 матрицы FFS проходят в различных направлениях. 

Линия 471 общего электрода нанесена в месте, которое соответствует соединению смежных областей 

отображения. 

На основе третьего варианта осуществления первый металлический слой подложки 40 матрицы FFS 
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в четвертом варианте осуществления дополнительно снабжен общей линией 423 для предоставления об-

щего сигнала, при этом линия 471 общего электрода слоя общего электрода соединена с общей линией 

423 на первом металлическом слое посредством прохождения через второй изолирующий слой 46, слой 

прозрачного электрода и сквозное отверстие 461 первого изолирующего слоя 43. 

Когда подложка 40 матрицы FFS четвертого варианта осуществления находится в рабочем состоя-

нии, прозрачный электрод 451 пикселя слоя прозрачного электрода принимает сигнал данных от линии 

441 данных через электрод 443 стока тонкопленочного транзистора и электрод 442 истока тонкопленоч-

ного транзистора. Прозрачный общий электрод 472 слоя общего электрода принимает общий сигнал от 

общей линии 423 через линию 471 общего электрода и сквозное отверстие 461. Молекулы жидких кри-

сталлов в жидкокристаллическом слое жидкокристаллического устройства отображения наклоняются 

под воздействием сигнала данных и общего сигнала так, что жидкокристаллическое устройство отобра-

жения отображает соответствующее изображение. 

В подложке матрицы FFS четвертого варианта осуществления посредством использования общей 

линии первого металлического слоя для передачи общего сигнала линия общего электрода слоя общего 

электрода не должна проходить через всю конструкцию жидкокристаллического устройства отображе-

ния. Таким образом, образование линии общего электрода может оказывать еще меньшее воздействие на 

формат изображения жидкокристаллического устройства отображения. 

Подложка матрицы FFS по настоящему изобретению имеет множество областей отображения, при 

этом области отображения могут быть разделены в соответствии с требованиями клиентов или практиче-

ской ситуацией. На фиг. 5 показано схематическое изображение вида сверху подложки матрицы FFS в 

соответствии с пятым вариантом осуществления настоящего изобретения, при этом в подложке 50 мат-

рицы FFS данного варианта осуществления каждый пиксель имеет две области отображения с левой сто-

роны и правой стороны соответственно. Следовательно, линия 51 общего электрода предпочтительно 

нанесена в месте, соответствующем проходящей сверху вниз центральной линии каждого пикселя. Далее 

на фиг. 6 показано схематическое изображение вида сверху подложки матрицы FFS в соответствии с ше-

стым вариантом осуществления настоящего изобретения, при этом в подложке 60 матрицы FFS данного 

варианта осуществления каждый пиксель имеет две области отображения с верхней стороны и нижней 

стороны соответственно. Следовательно, линия 61 общего электрода предпочтительно нанесена в месте, 

соответствующем проходящей слева направо центральной линии каждого пикселя. 

Тем не менее, место нанесения линии общего электрода, несомненно, будет отличаться на основе 

расположения областей отображения и не должно быть ограничено вышеизложенными вариантами осу-

ществления. Поскольку линия общего электрода нанесена на месте соединения смежных областей ото-

бражения, может быть достигнут эффект значительного снижения сопротивления общего электрода и 

улучшения формата изображения жидкокристаллического устройства отображения. 

Настоящее изобретение дополнительно предоставляет жидкокристаллическое устройство отобра-

жения. Жидкокристаллическое устройство отображения содержит верхнюю подложку, подложку матри-

цы FFS, как описано выше, и жидкокристаллический слой, расположенный между верхней подложкой и 

подложкой матрицы FFS. Конкретная структура и принцип работы подложки матрицы FFS, по существу, 

идентичны или подобны описаниям предпочтительных вариантов осуществления подложки матрицы 

FFS, как описано выше, так что их подробное описание будет опущено в настоящем документе. 

Подложка матрицы FFS по настоящему изобретению, снабженная слоем общего электрода, имею-

щим линии общего электрода и прозрачные общие электроды, гарантирует стабильность электрического 

потенциала на общем электроде и улучшает эффект отображения соответствующего жидкокристалличе-

ского устройства отображения, таким образом, решая задачу, связанную с нестабильным электрическим 

потенциалом, возникающим в общем электроде жидкокристаллического устройства отображения из из-

вестного уровня техники. 

Настоящее изобретение было описано посредством предпочтительных вариантов его осуществле-

ния, и понятно, что в отношении описанного варианта осуществления можно осуществить множество 

изменений и модификаций без отступления от объема и сущности изобретения, которые, как предпола-

гается, ограничены лишь прилагаемой формулой изобретения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Подложка матрицы на основе переключения краевых полей (подложка матрицы FFS), содер-

жащая 

подложку; 

первый металлический слой, нанесенный на подложку с образованием линии сканирования и элек-

трода затвора тонкопленочного транзистора; 

первый изолирующий слой, нанесенный на первый металлический слой, для изоляции первого ме-

таллического слоя и второго металлического слоя друг от друга, при этом второй металлический слой 

нанесен на первый изолирующий слой с образованием линии данных, электрода истока тонкопленочного 

транзистора и электрода стока тонкопленочного транзистора; 
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второй изолирующий слой, нанесенный на второй металлический слой, для изоляции второго ме-

таллического слоя и слоя прозрачного электрода друг от друга, при этом слой прозрачного электрода 

нанесен на второй изолирующий слой с образованием прозрачного электрода пикселя; и прозрачный 

электрод пикселя соединен с электродом стока тонкопленочного транзистора через первое сквозное от-

верстие второго изолирующего слоя; и 

третий изолирующий слой, нанесенный на слой прозрачного электрода, для изоляции слоя про-

зрачного электрода и слоя общего электрода друг от друга, при этом слой общего электрода содержит 

линию общего электрода, образованную на третьем изолирующем слое, и прозрачный общий электрод, 

образованный на линии общего электрода и третьем изолирующем слое; 

при этом удельное сопротивление линии общего электрода меньше, чем удельное сопротивление 

прозрачного общего электрода; 

причем подложка матрицы FFS имеет множество областей отображения и линия общего электрода 

нанесена в месте, соответствующем соединению смежных областей отображения, 

причем второй металлический слой дополнительно снабжен общей линией для предоставления об-

щего сигнала, при этом линия общего электрода соединена с общей линией на втором металлическом 

слое посредством прохождения через третий изолирующий слой, слой прозрачного электрода и второе 

сквозное отверстие второго изолирующего слоя. 

2. Подложка матрицы FFS по п.1, отличающаяся тем, что прозрачный общий электрод имеет мно-

жество структур в виде прорезей, образованных на нем. 

3. Подложка матрицы FFS по п.1, отличающаяся тем, что структуры в виде прорезей на прозрачном 

общем электроде в пределах различных областей отображения проходят в различных направлениях. 

4. Подложка матрицы FFS, содержащая 

подложку; 

первый металлический слой, нанесенный на подложку с образованием линии сканирования и элек-

трода затвора тонкопленочного транзистора; 

первый изолирующий слой, нанесенный на первый металлический слой, для изоляции первого ме-

таллического слоя и второго металлического слоя друг от друга и для изоляции первого металлического 

слоя и слоя прозрачного электрода друг от друга; 

второй металлический слой, нанесенный на первый изолирующий слой с образованием линии дан-

ных, электрода истока тонкопленочного транзистора и электрода стока тонкопленочного транзистора; 

при этом слой прозрачного электрода нанесен на первый изолирующий слой с образованием прозрачного 

электрода пикселя, при этом прозрачный электрод пикселя соединен с электродом стока тонкопленочно-

го транзистора; и 

второй изолирующий слой, нанесенный на второй металлический слой и слой прозрачного электро-

да, для изоляции второго металлического слоя и слоя общего электрода друг от друга и для изоляции 

слоя прозрачного электрода и слоя общего электрода друг от друга; при этом 

слой общего электрода содержит линию общего электрода, образованную на втором изолирующем 

слое, и прозрачный общий электрод, образованный на линии общего электрода и втором изолирующем 

слое; при этом удельное сопротивление линии общего электрода меньше, чем удельное сопротивление 

прозрачного общего электрода. 

5. Подложка матрицы FFS по п.4, отличающаяся тем, что прозрачный общий электрод имеет мно-

жество структур в виде прорезей, образованных на нем. 

6. Подложка матрицы FFS по п.4, отличающаяся тем, что подложка матрицы FFS имеет множество 

областей отображения. 

7. Подложка матрицы FFS по п.6, отличающаяся тем, что структуры в виде прорезей на прозрачном 

общем электроде в пределах различных областей отображения проходят в различных направлениях. 

8. Подложка матрицы FFS по п.6, отличающаяся тем, что линия общего электрода нанесена в месте, 

соответствующем соединению смежных областей отображения. 

9. Подложка матрицы FFS по п.4, отличающаяся тем, что первый металлический слой дополни-

тельно снабжен общей линией для предоставления общего сигнала, при этом линия общего электрода 

соединена с общей линией на первом металлическом слое посредством прохождения через второй изо-

лирующий слой, слой прозрачного электрода и сквозное отверстие первого изолирующего слоя. 

10. Жидкокристаллическое устройство отображения, содержащее верхнюю подложку, подложку 

матрицы FFS по п.1 и жидкокристаллический слой, расположенный между верхней подложкой и под-

ложкой матрицы FFS. 

11. Жидкокристаллическое устройство отображения по п.10, отличающееся тем, что прозрачный 

общий электрод имеет множество структур в виде прорезей, образованных на нем. 

12. Жидкокристаллическое устройство отображения по п.10, отличающееся тем, что структуры в 

виде прорезей на прозрачном общем электроде в пределах различных областей отображения проходят в 

различных направлениях. 
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